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Основные причины снижения отказоустойчивости искусственных нейронных сетей 

нового поколения 

 

Публикации ведущих зарубежных и российских экспертов и исследователей показывают, 

что наиболее перспективными элементами технической базы реализации нейроморфных 

суперкомпьютеров на основе искусственных нейронных сетей нового поколения (ИНСМ) 

являются наномемристоры [1-4]. Новая элементная база позволяет создавать 

сверхвысокопроизводительные вычислительные средства с основными параметрами (точность, 

отказоустойчивость, надежность, быстродействие, энергозатраты) на несколько порядков 

лучше существующих. 

Практически достигнутые ключевые показатели ИНСМ значительно уступают их 

потенциальным значениям из-за влияния объективных и субъективных внутренних и внешних 

дестабилизирующих факторов. Прежде всего, значительно снижается точность и стабильность 

электрофизических свойств элементов, что влечет за собой недопустимое снижение 

отказоустойчивости и надежности функционирования ИНСМ [5]. 

Из результатов работ авторитетных теоретиков и практиков, опубликованных в печати и 

на научно-технических форумах, следует, что основные причины названного явления 

заключаются: в несовершенстве теории синтеза, функционирования, настройки, 

проектирования, конструирования, производства и эксплуатации ИНСМ [2,6]; в 

несовершенстве технологий производства нано размерных электронных элементов [7,8]; в 

уникальных малоизученных электрофизических свойствах мемристоров [9]. 

Кроме вышеназванных причин, авторы работ [10,11] установили и показали, что ИНСМ 

следует исследовать, проектировать, производить и эксплуатировать, как единые физическо-

информационные объекты, реализованные аппаратно-программными обучаемыми средствами. 

Информационные и физические внутренние и внешние дестабилизирующие штатное 

функционирование ИНСМ факторы действуют в общем случае зависимо и совместно по 

нелинейной зависимости при масштабировании. 

Согласно теории системного анализа, для успешного решения выше рассмотренного 

большого числа взаимосвязанных проблем, следующим перспективным этапом работ должно 

быть освоение новых алгоритмов и подходов к системному проектированию, производству и 

эксплуатации ИНСМ. 
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